权利要求书

        1.一种用菱镁矿石生长氧化镁晶体的方法，所用原料是天然菱镁矿石，其特征是先焙烧菱镁矿石，制取三种轻烧氧化镁原料混合后放入冷坩埚炉体中，采用三相交流电熔法加热，提拉电极，再经降温，即可获得立方氧化镁晶体。

        2.根据权利1所述的一种用菱镁矿石生长氧化镁晶体的方法，三种轻烧氧化镁原料的特征是，A种MgO含量≥96％，粒度≤3mm；B种MgO含量≥98％，10mm≤粒度≤30mm；C种MgO含量≥97％，20mm≤粒度≤40mm，混合料的比例是1.5∶1∶3(重量比)。

        3.根据权利1所述的一种用菱镁矿石生长氧化镁晶体的方法，其特征是，混合料在冷坩埚中的，升温速率是25℃～40℃/分钟和7℃～11℃/分钟，烧结温度是2900-3100℃，恒温1～5小时。

        4.根据权利1所述的一种用菱镁矿石生长氧化镁晶体的方法，其特征是，电极的提拉速度为6-15mm/h。

        5.根据权利1所述的一种用菱镁矿石生长氧化镁晶体的方法，其特征是，原料在熔融提拉后降温，降温速率是5℃～7℃/分钟，降至2600-2800℃时，恒温1-5小时。

        6.根据权利1所述的一种用菱镁矿石生长氧化镁晶体的方法，其特征是，在权利5之后再降温，降温速率是3℃～5℃/分钟，降至2400-2600℃时，恒温1-5小时。

        7.根据权利1所述的一种用菱镁矿石生长氧化镁晶体的方法，其特征是，在权利6之后再降温，降温速率是1℃～3℃/分钟，降至2000-2200℃时，恒温1-5小时后自然降至室温。
